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我々は、Silicon On Insulater (SOI) 技術を用いることで厚いセンサー層と高速の読み出し回路を一体構造とし
て実現したX線 SOI CMOSピクセル検出器「XRPIX」を開発している。放射線耐性の観点から、この構造では
各トランジスタ素子が SiO2層によりセンサー層と区切られているため、シングルイベント効果には高い耐性を
持つ。一方で、その SiO2層が長時間の放射線照射によりチャージアップすることで素子の特性に影響を及ぼす。
この TID (Total Ionizing Dose) 効果の評価が、SOI CMOS では重要になる。一体型の SOI MOSFET を用いた
X線照射による TID 効果の測定は過去におこなわれ、100 krad 相当の照射においてもトランジスタ特性は保持
されていた。この吸収線量の値は、XRPIX の軌道上での利用 (≤10 krad)に鑑みて十分に大きな値である。一方
で、XRPIX は SOI CMOS センサーであり、X線撮像分光素子として用いられるので、その分光性能特性という
観点から TID 効果の影響を評価する必要がある。
我々は、今回、XRPIXシリーズの XRPIX2b に対して X線 TID効果の測定をおこなった。我々はMoター

ゲットを用いたＸ線発生装置を利用して 25 krad 相当の吸収線量を照射させ、リーク電流、読み出しノイズ、ゲ
イン、エネルギー分解能等の性能の変化を調べた。その結果、10krad相当のX線を照射後からいくつかの項目で
性能の変化が現れることが分かった。本講演では、その詳細を報告する。


